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¥: Antonina Cerméaka 2a 160 68 Praha 6
Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datova schranka: ix6aa38

PRIHLASKA UZITNEHO VZORU
se zadosti o zapis uzitného vzoru do rejstriku

Poradové ¢islo: D19130883
(Vyplni Utad)

Spisova znacka prihlasky: PUV 2019-37049

Potvrzeni o prijeti vydano dne: | 19.12.2019 15:07:07

MPT

Vyfizuje

Kod

DRUH PRIHLASKY

Typ pfihlasky ' néarodni |
Druh pfihlasky \ Nové pfihlagka uzitného vzoru \
NAZEV UZITNEHO VZORU

Opticky detektor viditelného a blizkého infracerveného spektra zareni

PRIHLASOVATEL

Podéet

Pfihladovatel je pravnicka osoba.

Nazev / obchodni firma ‘ Vysoké ugeni technické v Brné ‘

Ulice ' Antoninska 548/1 |
Obec ' Brno, Vevefi |
PsC 60200

Zemé ‘ Ceska republika ‘

Dalsi identifikacni udaje

16 216305 |
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Prihlasovatel je i pivodcem

PUVODCE

Poéet puvodcu

Pfijmeni ' Hubalek

Jméno ‘ Jaromir

Titul pfed jm. ‘ doc. Ing.

Titul za jm. ‘ Ph.D.

Ulice ' Dvorského 35/16b

Obec ' Brno, Styfice

PS¢ 63900

Zemé ‘ Ceska republika ‘

Pokud si pdvodce nepreje byt zverejnén - vypliite "ANO" ‘ Ne
2

PFijmeni ‘ Sik

Jméno ' Ondfej

Titul pied jm. ‘ Ing.

Titul za jm.  Ph.D.

Ulice ' Svobodova 1308

Obec ‘ Otrokovice

PsC 76502

Zemeé ‘ Ceska republika ‘

Pokud si plvodce neprieje byt zverfejnén - vypliite "ANO" ‘ Ne
3
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Pfijmeni ‘ Miinz

Jméno ' Filip

Titul pred jm. ‘ Mgr.

Titul za jm. ‘ PhD.

Ulice ' Antonina Prochézky 32/48

Obec ‘ Brno, Pisarky

PSC 62300

Zemé ' Ceska republika |

Pokud si puvodce nepfieje byt zverejnén - vyplite "ANO" ‘ Ne
4

Prijmeni ‘ Voborny

Jméno ‘ Stanislav

Titul pred jm. Ing.

Titul za jm.  Ph.D.

Ulice ‘ Panov 11

Obec ' Velka Bites

PsC 59453

Zemé  Ceska republika |

Pokud si pivodce nepreje byt zverejnén - vypliite "ANO" ‘ Ne
5

Pfijmeni  Gablech

Jméno ‘ Imrich

Titul pfed jm. ' Ing.

Titul za jm. ‘ Ph.D.

Ulice ' Na Vysing 3234

Obec ' Havlickav Brod

PS¢ 58001

Zemé ' Ceska republika |

Pokud si pdvodce nepreje byt zverejnén - vypliite "ANO" ‘ Ne
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ZASTUPCE

Zastupce je fyzicka osoba.

Pfijmeni Musil

Jméno Dobroslav

Titul pfed jm. Ing.

Nazev kancelaie Ing. Dobroslav Musil, patentova kancelaf
Ulice Zabrdovicka 801/11

Obec Brno, Zabrdovice

PSC 61500

Zemé Ceska republika

Kontaktni udaje

Telefon 545424915
Fax 545211483

Dalsi identifikacni udaje
IC 64281582
Datum narozeni 25.11.1950

Cislo jednaci zastupce | yv0859CZ
Ev.¢. KPZ CR 929

Na zakladé pIné moci bude proveden u spisu zapis zastupce a plna moc nebude ulozena jako prezidialni

PODNIKOVY UZITNY VZOR

Jedna se o PODNIKOVY UZITNY VZOR Ano

SEZNAM PRILOH

Typ prilohy Soubor
Vykresy UV0859CZ - vykresy.pdf
otisk prilohy (sha1): 3e0a0a3331aada26f470cc110a0d14206¢19d900

Naroky na ochranu UV0859CZ - naroky na ochranu.docx
otisk prilohy (sha1): 689cec67b05c9ecdc32a8c6cdc926a5bf9b3c3f7

Popis technického feseni UV0859CZ - popis technického feSeni.docx
otisk prilohy (sha1): efd33cd875391a0fc58db7971bf24a3a7f38bd1b

INFORMACE O VYSI SPRAVNIHO POPLATKU
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Spravni poplatek za podani pfihlasky uzitného vzoru pfihlaSovatelem je stanoven na 1000 K¢.
Spravni poplatek za podani pfihlasky uzitného vzoru pfihlasovatelem, ktery je sou¢asné i plvodcem, je stanoven na
500 K¢.

Zpusob platby | prevodem z uctu *

Poznamka: Spravni poplatek je splatny pfi podani pfihlasky.
Kolky Ize pouzit pouze pro platby do 5 000 K¢ (v€etné).
*) Cislo u&tu spravnich poplatkt UPV: 3711-21526001/0710
**) Ostatni informace o platbé jsou uvedeny v napovede.

misto pro nalepeni kolku

POZNAMKA

PInou moc zastupce pfihlaSovatele zaSleme dodatecné.

Potvrzuji pravdivost a tiplnost shora uvedenych udaji a zadam o zapis uzitného vzoru do rejstriku.

Zastupce
Datum 19.12.2019 Jméno a prijmeni | Dobroslav Musil
Email bendova@patent-musil.cz

Podpis
(U pravnické osoby pfipadné i razitko)
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VAROVANI PRED AKTIVITOU PODVODNYCH SUBJEKTU

pramyslovych prav Uradu primyslového vlastnictvi

Urad pramyslového vlastnictvi upozoriiuje pfihlasovatele a vlastniky pramyslovych prav a
jejich zastupce, Zze mohou byt pisemné nebo elektronicky osloveni nékterymi soukromymi
spoleénostmi s kontaktnimi udaji na izemi CR nebo jinych statu.

Nabizeji za rtizné poplatky v riiznych ménach zverejnéni, registraci ¢i evidenci priimyslovych
prav v jejich rejstricich nebo databazich vedenych na Internetu.

Urad pramyslového vlastnictvi opétovné varuje, ze takovéto sluzby nikterak nesouvisi ani s
Gfednimi rejstriky ¢i databazemi vedenymi Uradem primyslového vlastnictvi ani s pravni
ochranou poskytovanou podle prislusnych pravnich predpisti. Nevyuziti nabizenych sluzeb nema
zadné pravni ucinky tykajici se platnosti priimyslovych prav.

Klamavé vyzvy muzete zasilat na adresu: fraud@upv.cz

' Podvodné faktury vyzyvajici k zaplaceni poplatka | Rejstfiky, které nesouvisi s oficialnimi rejstiky '
| n
[ [
[ [
[ [
[ [
[ [
| vice ha www.upv.cz |
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Opticky detektor viditelIného a blizkého infraerveného spektra zareni

Oblast techniky

Technické feSeni se tyka optického detektoru viditelného a blizkého
infraCerveného spektra zareni, obsahujici nosny substrat, na kterém jsou umistény

mikroelektrody, jimz je pfifazena fotocitliva vrstva.

Dosavadni stav techniky

Pro detekci zafeni v oblastech viditelného svétla (VIS) a blizkého
infraCerveného svétla (NIR) se pouzivaji polovodiCové detektory zafeni na bazi

polovodicu skupin A(II1)B(V), které jsou pro vyuziti v optoelektronice velmi atraktivni.

Jsou znamé detektory s pfimou detekci zareni, které vSak vyzaduji vrstvené
struktury, u nichz je velmi dllezité fizeni tlousték jednotlivych vrstev a jejich pfesné
definované dopovani pfimésovymi prvky. Velmi problematicka je také metalizace
takovych struktur, jelikoZ kovy jsou v oblasti viditeIného a blizkého infracerveného
spektra (VIS, NIR) zafeni nepropustné pro toto zareni. Vertikalni metalizace
takovych struktur je velmi naroénym technologickym problémem z divodu
elektivniho nanaseni na boc¢ni stény deponovanych heterostrukrur a jejich zvysené

defektivity, zplsobené napf. iontovym C&i laserovym fezanim.

DalSi moznosti polovodi€ovych detektort jsou detektory s nepfimou detekci
zareni, které vyuzivaji napf. vrstev nitridu hliniku (AIN), u kterych po ozafeni
rezonan¢niho mikromustku dojde ke zméné piezoelektrickych viastnosti vrstvy, coz
se projevi zménou rezonanc¢ni frekvence mikrojazyCku. Takova feSeni jsou vSak
velmi komplikovana z divodu nutné selektivni depozice pouze na mikromustek,
popf. z dlvodu nutnosti nasazeni kombinace litografickych procestd a
plasmatického/iontového leptani, coz vyrazné prodluzuje pracovni a &asovou

narocnost produkce takového zafizeni.
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Nevyhodou dosavadniho stavu techniky vyrobni sloZitost a naro¢nost a také
velka defektivita vyrabénych detektord. Navic, soutasné konvenéné pouzivané
materialy, jako je kifemik (Si) jiz narazeji na fyzikalni limity, dané pohyblivosti nosicu
elektrického naboje, kde u kiemiku ma teoreticky limit pohyblivosti nosi¢t naboje pfi

pokojové teploté uSi hodnotu okolo 1.200 cm?/Vs.

Cilem tohoto technického feSeni je odstranit nebo alesporn minimalizovat
nevyhody dosavadniho stavu techniky, zejména navrhnout polovodiCovy detektor
zareni s fotoaktivni vrstvou vhodnou pro velkoploSnou depozici a s minimalizovanym
mnozstvim dalSich technologickych krokl po depozici vrstvy a vhodnou zejména pro

vysokofrekvencni fotocitlivé elektronické prvky.

Podstata technického reseni

Cile technického feSeni je dosazeno optickym detektorem viditelného a
blizkého infraerveného spektra zafeni, jehoZ podstata spociva vtom, Ze na nosném
substratu je nanesena pasivacni vrstva, na které jsou vytvoreny mikroelektrody
opatfené kontaktnimi ploSkami, pficemz na mikroelektrodach je celoplosné nebo

selektivné nanesena adaptacni vrstva, na které je nanesena fotocitliva vrstva.

Vyhodné je fotocitliva vrstva tvofena vrstvou nitridu India vytvofenou metodou
chemické depozice z plynné faze za pouziti organokovovych slou¢enin. Vyhodné
také je, jestlize ma fotocitliva vrstva ma smérem od mikroelektrod ke své vnéjsi ploSe

vzrustajicim atomarnim pomérem In:N ve prospéch India.

Vyhodou detektoru podle tohoto technického feSeni je, Ze fotoaktivni vrstva
na bazi InN vykazuje nasobné vysSi pohyblivosti nosiCu naboje, protoze teoreticky
limit pohyblivosti nosi€l naboje pfi pokojové teploté uSi pro kiemik je okolo 1.200
cm?/Vs, kdezto pro InN je teoreticky limit pohyblivosti nosi¢t naboje pfi pokojové
teploté pInN = 8.000 cm?/Vs. Tyto parametry tak predurdéuji fotoaktivni vrstvy na bazi
INN pro vysokofrekvenéni fotocitlivé elektronické prvky, jako jsou detekéni prvky pro
optické spektrometry pracujici v oblastech VIS az NIR, snimaci prvky pro optické

datové sité, pfi vytvofeni v maticové konfiguraci (matice pixell) je mozné vytvorit
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snimaci Clen kamerového systému schopného pracovat nezavisle na svételnych
podminkach v prubéhu dne atd. Vysledkem technického feSeni je tak detektor s
heterostrukturou, vhodnou pro velkoploSnou depozici aktivni vrstvy InN metodou
chemické depozice z plynné faze za pouZiti organokovovych slou¢enin (MOCVD) s
minimalizovanym mnozstvim dalSich technologickych krokd po depozici vrstvy. Pro
zajisténi vysoké efektivity detektoru je takova heterostruktura navic opatfena
vyhodnou konfiguraci kontaktu, umisténych pod fotoaktivni vrstvou InN. Rozméry
jednoho detektoru vytvofeného podle tohoto technického feSeni spliuji podminky
pro nasazeni v mikroelektronickych systémech, napf. 600 x 800 um a mohou byt i

mensi.

Objasnéni vykresu

Technické feSeni je schematicky znazornéno na vykrese.

Priklady uskuteénéni technického reSeni

Technické feSeni bude popsano na pfikladu uskuteCnéni detektoru pro
detekci zafeni v oblastech VIS a NIR, ktery reaguje na vystaveni dopadajicimu
zareni zménou elektrického odporu své fotocitlivé vrstvy 6, pficemz tato zména

elektrického odporu je pomoci elektrodového systému 3, 4 a 5 detekovatelna.

Detektor obsahuje nosny substrat 1, pficemz technologicky vyhodny je
kfemikovy substrat 1, ktery je vyhodny pro svou kompatibilitu s vyrobnimi procesy
v polovodi€ovém pramyslu, ma technologické parametry podobné jako navazujici
soucasti detektoru (napf. teplotni roztaznost, teplotni a chemicka odolnost), je

dostupny a je mozno je produkovat jako velkoplosné dily.

Na nosném substratu 1 je nanesena pasivacni vrstva 2 pfikladné tvofena
vrstvou oxidu kiemic€itého SiOz, ktera jednak zajiStuje chemickou stabilitu substratu
1 (zabranuje vzniku nezadoucich chemickych slou€enin) a zabezpecuje vysokou
adhezi dvojice mikroelektrod 3 v planarni formé, zde vyhodné& mikroelektrod 3 ve

formé hfebinkovych mikroelektrod 3, tzv. interdigitalnich mikroelektrod z anglického
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"InterDigitated Electrodes” IDEs. Hfebinkové mikroelektrody 3 jsou prikladné
vyrobeny z TiO2, coZ je material s vysokou elektronovou vodivosti, a jsou vytvoreny
pFimo na pasivaéni vrstvé 2, protoze TiO2 je chemicky vysoce stabilnim a dostupnym
materialem tvoficim navic elektricky blokujici kontakt s nosnym substratem 1.
Hfebinkova konstrukce mikroelektrod 3 je vyhodna pro ziskani vysoce citlivého

detektoru.

Hiebinkové mikroelektrody 3 obsahuji ramena 30, ktera jsou uspofadana
navzajem stfidavé mezi sebou, pficemz s vyhodou maji sousedici ramena 30

velikost mezery mezi sebou (tzv. drazku meandru) v poméru 1:1 k Sifce ramen 30 .

Hfebinkové mikroelektrody 3 jsou zakonCeny kontaktnimi ploSkami 4 pro
elektricky vodivé propojeni kazdé hifebinkové mikroelektrody 3 s neznazornénymi
obvody pro zpracovani a vyhodnoceni elektrického signalu generovaného zarenim
dopadajicim na fotocitlivou vrstvu 6 detektoru. Za timto ucelem je vyhodné, aby
kontaktni plosky 4 byly vytvofeny ze zlata, platiny, hafnia nebo slitiny obsahujici
aspon jeden z uvedenych kovl, a to nejlépe depozici takového kovu nebo slitiny
primo pfi vyrobé detektoru. Takové kontaktni ploSky 4 jsou navic odolné vuci vnéjsim

vlivim, maji nizky pfechodovy elektricky odpor a jsou snadno pajitelné.

Uvedené elektricky vodivé propojeni kazdé hfebinkové mikroelektrody 3 pres
kontaktni plosku 4 s neznazornénymi obvody pro zpracovani a vyhodnoceni

elektrického signalu je pak prikladné realizovano pajenim nebo bondovanim atd.

Na mikroelektrodach 3, resp. alespori na Casti jejich padorysné plochy,
pfipadné pudorysné plochy ramen 30 hiebinkovych mikroelektrod 3, je nanesena,
celoplos$né nebo selektivné, adaptacni vrstva 5 tvofena AIN (nitridem hliniku), ktera
je vyhodna z divodu konstrukéniho pozadavku malé neshody velikosti mfizkové
konstanty fotocitlivé vrstvy 6 a zajisténi rovnomérného pokryti nosného substratu 1
a mikroelektrod 3 fotocitlivou vrstvou 6. Adaptacni vrstva 5 je tak silna (tlusta), aby
umoznila planarni rast na ni umisténé epitaxni fotocitlivé vrstvy 6, pficemz adaptacni
vrstva 5 je souCasné natolik tenka, aby nenarusila sbér elektrického naboje z
fotocitlivé vrstvy 6 hiebinkovymi mikroelektrodami 3. K epitaxnimu rustu fotocitlivé

vrstvy 6 pfitom dojde pouze v mistech vyskytu adaptaéni vrstvy 5.
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Fotocitliva vrstva 6 ma souvisly charakter pfes mikroelektrody 3 a nosny
substrat 1, coz je konstrukéné vyhodné z duvodu minimalizace necitlivych mist
fotodetektoru. Vyhodné je fotocitliva vrstva 6 tvofena vrstvou nitridu India (InN), ktery
vykazuje vysokou mobilitu elektront generovanych dopadajicim svétlem a také
vykazuje vysokou koncentraci volnych elektronu, ktera je dana polohou nabojové

neutralni oblasti situovana hluboko ve vodivostnim pasu nitridu India.

Obzvlasté vyhodné je, je-li fotocitliva vrstva 6 nitridu India vytvofena metodou
MOCVD, tj. chemickou depozici z plynné faze za pouZziti organokovovych sloucenin,
napf. za pouziti prekurzort Trimethyl Indium a plynného &pavku. Epitaxnim rlstem
vytvofena fotocitliva vrstva 6 nitridu India je technologicky vyhodna pro jeji
krystalicky charakter a ma oproti v sou€asné pouzivanym fotocitlivym vrstvam
optickych detektorll vyrazné sniZzenou koncentraci elektricky aktivnich defektl a
minimalizovany vyskyt subzrn, na jejichz hranicich se vyskytuji materialové defekty

typu dislokace.

Vyhodné feSeni fotocitlivé vrstvy 6 vytvofené metodou MOCVD spociva
v tom, Ze se v prubéhu rustu (vytvareni) vrstvy 6 pozvolna méni pomér atomarnich
koncentraci India ku dusiku (In:N) ze startovniho stechiometrického poméru In:N =
50:50 ve vrstvu bohatou na Indium, tj. vrstvu, pro kterou plati In > 50 %. Zména
poméru atomarnich koncentraci In:N je totiz technologicky vyhodna z ddvodu
rozsSifeni spektralni citlivosti fotocitlivé vrstvy 6 z pavodni citlivosti pouze v oblasti
viditelného zafeni (VIS) pro In:N = 50:50, az do oblasti citlivosti fotocitlivé vrstvy 6
na infraCervené spektrum pro In > 50 %, &imz Ize vytvofit opticky detektor se Sifkou
pasma citlivosti tak velkou, jaka je pro stavajici optické detektory obtizné

realizovatelna, ne-li nemozna.

Rozumi se, Ze popsané priklady konkrétni realizace technického feSeni jsou
uvedeny pro ilustraci, nikoli pro konkrétni vymezeni technické realizaci. Osoby znalé
stavu techniky budou schopny realizovat pfi pouZiti zabéhlych experimentalnich
postupu nalézt ekvivalenty ke zde popsanému feSeni, Iépe vyhovujicim konkrétnim
realizacim technického feSeni. Takto nalezené ekvivalenty budou zahrnuty

v rozsahu narokd na ochranu.
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Pramyslova vyuzitelnost

Technické feSeni je primyslové vyuzitelné napf. jako detek&ni prvek pro
optické spektrometry pracujici v oblastech VIS az NIR, jako snimaci prvek pro
optické datové sité, jako snimaci Clen pro kamerové systémy schopné pracovat

nezavisle na svételnych podminkach v prabéhu dne atd.
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NAROKY NA OCHRANU

1. Opticky detektor viditelného a blizkého infraCerveného spektra zareni
obsahujici nosny substrat (1), na kterém jsou umistény mikroelektrody (3), jimz je
pfifazena fotocitliva vrstva (6), vyzna€ujici se tim, ze na nosném substratu (1) je
nanesena pasivacni vrstva (2), na které jsou vytvofeny mikroelektrody (3) opatfené
kontaktnimi ploSkami (4), pfiemz na mikroelektrodach (3) je celoplosné nebo

selektivné nanesena adaptacni vrstva (5), na které je nanesena fotocitliva vrstva (6).

2. Opticky detektor viditelného a blizkého infraCerveného spektra zareni
podle naroku 1, vyznac€ujici se tim, ze fotocitliva vrstva (6) je tvofena vrstvou nitridu
India vytvofenou metodou chemické depozice z plynné faze za pouziti

organokovovych sloucenin.

3. Opticky detektor viditelného a blizkého infraCerveného spektra zareni
podle naroku 2, vyznacujici se tim, ze fotocitliva vrstva (6) ma smérem od
mikroelektrod (3) ke své vnéjSi ploSe vzrlstajicim atomarnim pomérem In:N ve

prospéch India.

4. Opticky detektor viditelného a blizkého infraCerveného spektra zareni
podle kteréhokoli z narokll 1 az 3, vyznacujici se tim, ze pasivacni vrstva (2) je

tvorena vrstvou SiOo.

5. Opticky detektor viditelného a blizkého infraerveného spektra zareni
podle kteréhokoli z narokd 1 az 4, vyznacuijici se tim, ze mikroelektrody (3) jsou

tvofeny dvojici hfebinkovych mikroelektrod (3).
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6. Opticky detektor viditelného a blizkého infraCerveného spektra zareni
podle naroku 5, vyznacujici se tim, ze hiebinkové mikroelektrody (3) jsou tvofeny

TiOa.

7. Opticky detektor viditelného a blizkého infraCerveného spektra zareni
podle naroku 5 nebo 6, vyzna€ujici se tim, ze hiebinkové mikroelektrody (3)
obsahuji ramena (30), ktera jsou uspofadana navzijem stfidavé mezi sebou a
sousedici ramena (30) maiji velikost mezery mezi sebou v poméru 1:1 k Sifce ramen
(30).

8. Opticky detektor viditelného a blizkého infraCerveného spektra zareni
podle kteréhokoli z narokl 1 az 7, vyznacujici se tim, ze alespori na Casti
pudorysné plochy mikroelektrod (3) je mezi mikroelektrodami a fotocitlivou vrstvou

(6) celoplosné nebo selektivné nanesena adaptacni vrstva (5) nitridu dusiku.

9. Opticky detektor viditelného a blizkého infraCerveného spektra zareni
podle kteréhokoli z naroku 1 az 8, vyznacuijici se tim, ze kontaktni plosky (4) jsou
vytvofeny ze zlata, platiny, hafnia nebo slitiny obsahujici aspon jeden z uvedenych

kovU.

10. Opticky detektor viditelného a blizkého infraCerveného spektra zareni
podle kteréhokoli z narokdl 1 az 8, vyznacujici se tim, ze fotocitliva vrstva (6) je

vytvorena jako vrstva epitaxni.



